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摘要(译)

提供一种阵列基板，其制造方法以及OLED显示装置。阵列基板包括设置
在基板上的多个像素单元，其中每个像素单元包括形成在基板上的TFT
结构和由TFT结构驱动的OLED;TFT结构包括驱动TFT。驱动TFT的漏极
与OLED连接;驱动TFT的栅电极和漏电极至少部分重叠以形成存储电容
器。在对应于重叠区域的介于栅电极和漏电极之间的绝缘层中形成凹
槽，使得栅电极和漏电极之间的距离小于对应于非重叠的绝缘层的厚
度。区。
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